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１．概要（Summary） 

高耐圧用４Ｈ－ＳｉＣショットキーバリアダイオードでは、

耐圧をもたせるために、ショットキー電極の周辺部に電界

集中を抑制するために耐圧用不純物構造を形成する。こ

の部分はイオン注入により作製するが、不純物活性化率

が数％と非常に低い。本研究では 4H-SiCでの p型不純

物活性化低下（濃度< 1×1020 cm-3 時)の原因を究明し、

SiCに形成したp+領域の不純物活性化率の向上を行う。 

２．実験（Experimental） 

本研究では広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研

究所の保有するバンデグラフ・イオンビーム加速器施設に

おいて、RBS 測定および, NRA 測定により実験を行った。

Fig. 1 に使用設備の写真を示す。Boron を 4H-SiC 基

板にイオン注入し、さらに 1800℃で 3 分の高温活性化ア

ニールを行った。その後 RBS 測定および NRA 測定によ

る不純物の測定を行った。RBS 測定では試料に加速器

からの 2MeV の高エネルギー4He+イオンを試料に入射さ

せ、試料後方に散乱されるイオンを検出器によって測定

した。更にRBSチャネリング測定と同時にNRA測定を行

うことで、不純物位置の解析を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に 4H-SiC エピ基板における RBS 測定の結果

を示す。(0001)方向へのアライン方向での結果であり、表

面近傍からの炭素およびシリコンのピークが明確に観察さ

れ、結晶性がよいことが確認できる。Fig. 2にRBSチャネ

リング測定および NRA 測定を組み合わせた不純物測定

原理を示す。SiC 格子の Si ピークを試料をチルト回転さ

せ測定し、同時にNRAにより不純物Boronからの信号を

測定することで、位置測定が可能である。Fig. 3はBoron

注入量6×1013cm-2での結果である。この濃度においては

RBS によるシリコンからの信号と NRA による Boron から

の信号は重なっており、SiC格子にBoronが入っていると

結論づけることができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同研究者：黒木伸一郎・西山 文隆（広島大学ナノデバ

イス・バイオ融合科学研究所） 

RBS: ラザフォード後方散乱, Rutherford 

Backscattering Spectrometry の略 

NRA: 核共鳴反応, Nuclear Resonance Analysis の略 
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